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Углеродные наноматериалы представляют интерес для разработки микроэлектронных и оптоэлектронных устройств благодаря своим разнообразным электронным свойствам. В исследовании [1] была показана возможность формирования углеродных гетероструктур, состоящих из тонких слоев аморфного углерода с различным соотношением sp3 и sp2 связей. За последние годы существенно возрос интерес к созданию гетероструктур, включающих нановыступ, сформированный на вершине автоэмиссионного катода [2]. Кроме того, необходимо учитывать влияние на механизм автоэлектронной эмиссии эффекта кулоновской блокады, который может наблюдаться в такого рода структурах [4]. 
В работе [3] продемонстрирована возможность формирования углеродной гетероструктуры на вершине алмазного иглоподобного кристаллита. Показано, что в процессе автоэлектронной эмиссии под действием высокого электрического поля и температуры на вершине микроиглы происходит образование наноразмерного выступа, который отделен от тела эмиттера туннельным барьером. В результате формируется двухбарьерная система. В такой гетероструктуре наблюдается эффект кулоновской блокады, который проявляется в волнообразном виде вольтамперной характеристики эмиттера. Ранее механизм образования подобных гетероструктур не был детально изучен, поэтому цель данной работы заключается в более подробном изучении данного процесса. 
В настоящей работе представлены результаты последовательного исследования процесса образования углеродных гетероструктур в процессе автоэлектронной эмиссии из алмазных микроигл. Также были проведены структурные исследования с использованием просвечивающей электронной микроскопии для сопоставления результатов экспериментов. На основе полученных данных предложена модель гетероструктурированного эмиттера и проведено моделирование распределения электрического поля в системе. Результаты моделирования показали хорошее соответствие с наблюдаемыми параметрами вольтамперных характеристик.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 19-72-10067).
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